
• 逻辑门电路
实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元电路。

• 逻辑门电路的分类
二极管门电路

三极管门电路

双极型

逻辑门

电路

分立
TTL --三极管-三极管
HTL –高阈值
ECL –射极耦合
I2L –集成注入

高抗干扰能力

工作速度极高

集成度高

功耗小

集成
NMOS门NMOS门单极型
PMOS门
CMOS门



•高、低电平产生的原理
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2.1  二极管的开关特性

理想的开关应具有两个工作状态：

接通状态 ---要求阻抗越小越好，相当于短路（导通）

---要求阻抗越大越好，相当于开路（截止）断开状态

在数字电路中，二极管和三极管工作在开关状态，即，不

是饱和导通，就是反向截止，好象一个开关一样。当脉冲信号

的频率很高时，开关状态的变化速度很快，每秒可达百万次，

这就要求器件的开关转换速度要在微秒甚至纳秒内完成。因此

有必要研究一下二极管由正向导通到反向截止的转换过程。



一.二极管从正向导通到反向截止有一个反向恢复过程

RLvi

i＋

－

D vi

t

VF

-VR

IF

-IR

t1

ts tt

0.1IR

i

t

·在O～t1期间，vi ＝ VF，∴二
极管D导通，电路中有电流流过：
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理想时，二极管应立即截止，电
路中只有很小的反向电流。但实
际并非如此，见右图：

通常将二极管从导通转为截止
所需的时间称为反向恢复时间:  

tre= ts+tt =ns级
存储时间 渡越时间
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产生反向恢复过程的原

因是电荷存储效应所引起的

（在此不细讲）。反向恢复

时间就是存储电荷消失所需

要的时间，一般在纳秒数量

级。



二. 二极管的开通时间

开通时间--二极管从截止转为正向导通所需要

的时间

该时间与反向恢复时间相比很小，对开关

速度影响小，可以忽略不计。
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